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研究情報の名称 化合物半導体の光電気化学エッチング技術 
１．概要： GaN 等の窒化物半導体は化学的に安定であり、形状加工や欠陥検出のための有効な化学
エッチング液が存在しない。そのために、デバイス作製プロセスでのGaN膜の形状加工では、膜表面に
損傷を与える恐れのあるプラズマエッチング法が使用されている。また、GaN 膜中の欠陥検出には、高
温で扱いが容易でない溶融 KOH エッチング法が採用されている。本研究では、簡便な装置で常温での
無歪加工が可能な光電気化学エッチング法の GaN への適用を検討し、エッチング面モフォロジに及ぼ
す照射光強度と電解電流密度の効果を明らかにすることによって、転位欠陥を樹木状ヒロックとして検
出する欠陥検出エッチングと形状加工のための平坦エッチングの技術を確立した。本技術に関しては、
GaN 以外に GaAs、InP、InN などの化合物半導体に関しても適用できることを明らかにしている。 
２．内容： n 型半導体室温の光照射下での陽極溶解に
おいて、照射光強度が比較的大きく電解電流密度が光
電流密度よりもかなり小さい条件で転位欠陥を樹木状
ヒロックとして検出する欠陥検出エッチングが可能であ
る。一方、電解電流密度が光電流密度とほぼ一致する
条件で、平坦エッチングが可能である。３．応用例： デ
バイスプロセスにおける形状加工・不要部分の除去、転
位等の 欠陥検出。 
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化合物半導体の光照射下での陽極溶
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 ・平坦面形成エッチング技術 
 ・欠陥検出エッチング技術 
・ 光電流測定による条件設定技術
加工技術としての平坦
エッチング技術
GaNのプラズマエッチ
ング技術 
 ・プラズマダメージ 
GaNの溶融KOHエッチン
グ技術 
・300℃以上の高温容
器の問題、危険性 
結晶の評価法としての
欠陥検出技術 
開発済新技術
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(a) 樹木状ヒロックと
しての転位欠陥の
検出 
(b) 平坦面の形成 
GaN膜の光電気化学エッチング面のSEM写真 
光電気化学エッ
チング技術 
